IFIC

Caracterización de la Electrónica de lectura y Detectores de Silicio para el SCT de ATLAS

XXVII Reunión Bienal de la RSEF María José Costa Mezquita Instituto de Física Corpuscular Septiembre de 1999

Septiembre de 1999 1

IFIC

Comunicaciones

• J. Bernabéu, F. González y J. Sánchez.

Caracterización de la electrónica de lectura de los detectores del silicio del experimento ATLAS.

• F. Albiol, R. Carrasco, M.J. Costa y U. Jost.

Caracterización eléctrica de detectores de microbandas de silicio para el detector ATLAS.

• C.Lacasta y J.Kaplon.

Diseño del sistema de caracterización y clasificación de la electrónica de lectura de los detectores de silicio de ATLAS.

• D.Dorfan, T.Dubbs, A.Grillo, A.Seiden, N.Spencer, B.Rowe y M.Ullán.

Verificación de la resistencia frente a la radiación del chip analógico diseñado para el detector ATLAS del LHC.

Septiembre de 1999 2

IFIC

Contenido

• Introducción.

– El detector ATLAS.

– El subdetector SCT (SiliCon Tracker). – Detectores de microbandas de silicio.

• Caracterización eléctrica de detectores.

– Sistema de caracterización. – Resultados.

• Caracterización de la electrónica de lectura.

– ABCD en Ginebra.

∗ Sistema de caracterización de chips en oblea. ∗ Resultados.

– ABCD en Valencia.

∗ Sistema de caracterización de chips en el módulo.

∗ Resultados.

– CAFE-P en Santa Cruz.

∗ Efecto de la radiación sobre el CAFE-P. • Conclusiones

Septiembre de 1999 3

IFIC

Introducción El detector ATLAS

Septiembre de 1999 4

Introducción

IFIC

El subdetector SCT

Septiembre de 1999 5

Introducción

IFIC

Detectores de microbandas de silicio

Septiembre de 1999 6

IFIC

Caracterización eléctrica de detectores

• Sistema de medidas:

Septiembre de 1999 7

Caracterización eléctrica de detectores

IFIC

Corriente de fugas

Capacidad del detector

Septiembre de 1999 8

IFIC

Caracterización de la electrónica de lectura

• ABCD en Ginebra:

• Sistema de caracterización:

Septiembre de 1999 9

Caracterización de la electrónica de lectura

IFIC

• Tests:

• Parte Digital.

– Control chip.

– Comunicación entre chips. – Compresión de datos.

• Parte Analógica.

– Ganancia y ruido del amplificador por canal. • Características de los DACs. • Consumo de potencia.

• Resultados:

• Características de los DACs:

Septiembre de 1999 10

Caracterización de la electrónica de lectura

IFIC

• Parte Analógica:

Septiembre de 1999 11

Caracterización de la electrónica de lectura

IFIC

• ABCD en Valencia: • Sistema de caracterización:

Septiembre de 1999 12

Caracterización de la electrónica de lectura

IFIC

• Resultados:

Septiembre de 1999 13

Caracterización de la electrónica de lectura

IFIC Septiembre de 1999 14

Caracterización de la electrónica de lectura

IFIC

• CAFE-P en Santa Cruz:

Septiembre de 1999 15

Caracterización de la electrónica de lectura

IFIC Septiembre de 1999 16

Conclusiones

IFIC

Conclusiones

Caracterización eléctrica de detectores • Se dispone de un sistema para caracterizar los detectores de los módulos del SCT.

• Se han caracterizado los detectores del módulo VAL-2, verificándose que cumplen las especificaciones ATLAS.

Caracterización de la electrónica de lectura En Valencia:

• Se dispone de un sistema capaz de caracterizar la electrónica de lectura de los módulos del SCT.

• Se han evaluado las prestaciones de dos

generaciones de chips ABCD.

• Se han comprobado las mejoras de la primera a la segunda generación de chips ABCD.

• Se ha evaluado la segunda generación de chips ABCD para una tercera.

• Se han caracterizado los 12 chips del módulo VAL-2.

Septiembre de 1999 17

Conclusiones

IFIC

En Ginebra:

• Se dispone de un sistema rápido y preciso de test de todas las funcionalidades de los ABCD.

• Proporciona toda la información necesaria para clasificar los chips y llenar una base de datos para control y distribución.

• Se ha utilizado con éxito hasta ahora y se ha actualizado para la última versión de chips. En Santa Cruz:

• El comportamiento DC del CAFE-P después de 10 Mrad es correcto.

• La funcionalidad del CAFE-P después de irradiarlo debe testearse en módulo.

• El daño producido por la radiación es mayor a menores tasas.

Septiembre de 1999 18